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※概要（Summary ）： 

NIMS、東大、神戸大と協力して振動発電用鉛フリ

ー圧電体材料を開発する。京大は(K,Na)NbO3 材料を

中心とし、スパッタ成膜による薄膜化およびデバイス

加工技術を開発する。 

 

※実験（Experimental）： 

京大ハブ保有のスパッタ装置を用い、Si ウェハ上に

KaNbO3、NaNbO3 ターゲット同時スパッタ・コン

ビナトリアル成膜により(K,Na)NbO3 を成膜し、圧電

特性が最適な組成を調べた。 

実験条件：膜組成依存性を調べるために、KaNbO3

および NaNbO3 ターゲットの同時スパッタ成膜条件

を検討し（基板回転なし）、得られた Si ウェハを切断

し、各個片の構造観察をＸ線回折装置を用いて行い、

最適構造を示す個片を探し（ウェハ位置）を決定した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

①6 インチ Si ウェハ上に、膜剥離なく KNN 形成に成

功した。 

②Ｘ線回折装置により、結晶性のウェハ位置依存性を

調べ、（001）配向性により最適位置を決定した。 

※その他・特記事項（Others）： 

 ６インチウェハを活用した本成膜法により、組成最

適化が簡単に素早くでき、開発のスピードアップが可

能となる。 

今後は、最適結晶性を示す膜組成を分析し、これらの

データをベースとして成膜条件最適化を図るととも

に、高効率振動発電デバイス開発につなげる。 

 

本研究は H24 年度「グリーン・ネットワーク・オブ・

エクセレンス」（GRENE）先進環境材料分野の一環と

して行われた。 

      

  

  Fig.1  6 インチ Siウェハ上に同時スパッタ法により形成し

た KNN 薄膜における X線回折パターンの基板位置依存性 
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